Ruido no MOSFET

Principais Tipos de Ruidos no canal
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Ruido em Redes Reativas e Densidade Espectral de Poténcia (PSD)

Tensao de ruido na saida
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Tenséo Equivalente de Ruido na Entrada

Escolher uma das entradas do circuito, calcular a funcdo de transferéncia da entrada
para a saida, zerar as fontes de ruido, e aplicar uma fonte de tensdo ou corrente de
ruido na entrada que gere a mesma densidade espectral de poténcia na saida.

Entrada em tensao e saida em tensao
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Entrada em tensao e saida em corrente
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Entrada em corrente e saida em tensao
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Entrada em corrente e saida em corrente
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Ruido no MOSFET

Ruido Branco no NMOS na Inversao Forte

Fonte de corrente de ruido entre dreno e source
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Situacao particular
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Tensao de ruido equivalente
no gate na saturacao
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As expressoes sao validas para o PMOS, realizando as devidas trocas de variaveis



Ruido Branco no NMQOS na Inversao Fraca

Fonte de corrente de ruido entre dreno e source
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Situacao particular na saturagcao
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Tensao de ruido gquivalente S, (f)zznkBT
no gate na saturagao v gm,

O ruido branco é calculado com base na distribuicdo de cargas no canal. Para o caso da
inversdo moderada, ndo existe um modelo analitico simplificado.

As expressoes sao validas para o PMOS, realizando as devidas trocas de variaveis



Ruido Flicker no NMOS na Inverséao Forte, Moderada e Fraca

Flutuacdo Randdémica do Numero de Portadores

Neste processo, cargas sao capturadas e expelidas por armadilhas (falhas nas ligagdes
quimicas) na interface do 6xido de gate com o substrato. Isto afeta a tensdo de banda
plana Vg, €, consequentemente, a transcondutancia gm.
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Saturaggo —> S, (f)= > K(Vgs) € uma funcdo de Vg
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07<c<12 As expressOes sdo validas para o PMOS, realizando as devidas
trocas de variaveis

> K(Vss) € uma fungao de Vg



1/ f noise corner frequency

: . . S(/f) [log]
A frequéncia f; é a intersec&o entre as curvas do 4
ruido flicker e o branco, e marca o ponto onde a
faixa de frequéncia € mais corrompida pelo ruido ——
flicker. Abaixo de f;, o ruido flicker € dominante, e
acima de f, o ruido branco é dominante. _ White
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Representacdo no Modelo de Pequenos Sinais
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